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@ Verfahren zum Erzeugen einer strukturierten Alkalihalogenidschicht und damit hergestellte 
Leuchtstoffschicht 



(§) Verfahren zum Erzeugen einer Alkalihalogenidschicht auf 
einem Substrat (AS), die durch ein Muster von Grfiben (Gr) 
fn unterechiedllche Schichtbersiche (In) getrennt 1st, bei 
dem ein Substrat (AS) mit einem den gewQnschten Graben 
(Gr) antsprechendan Muster von Vertiefungen (SV) verwen- 
detwlrd, und bei dem die Schicht durch Schragbedampfen 
des Substrats (AS) mit Alkalihalogenfd unter einem spltzen 
Aufdampfwinkel (AW) erzeugt wird, dadurch gekennzeich- 
net, daG die grabenfdrmigen Vertiefungen (SV) an zumin- 
dest einer Ranks etnen Bdschungswinkel (BW) grdBer als 
(AW) eufweisen, und die Grabenbreite (b) gegenubar der 
Grabentiefe (t) klein genug ist, so da& wahrend des 
Aufdampfens ein gegenubar dem Alkalihafoganiddampf 
abgeschattetar Bereich entsteht. 
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Beschreibung 

Als Leuchtstoffe fur Rontgendetektoren konnen do- 
tierte Alkalihalogenide verwendet werden. Fur verfei- 
nerte Rontgendetektoren fur die digitale Radiographic, 5 
also fur die digitale Erfassung von Rontgenbildern, sind 
Leuchtstoffschichten mit hoher Lichtausbeute erforder- 
lich. Bei Verwendung von Casiurniodid als Leuchtstoff 
sind dafQr Schichten in einer Dicke von 400 bis 600 u.m 
no tig. Urn auch mit solchen dicken Schichten eine gute 10 
Ortsaufldsung des Rdntgenbildes zu erhalten, muB 
durch besondere Mafinahmen die Querleitung des Lu- 
mineszenzlichtes innerhalb der Leuchtstoffschicht un- 
terdriickt werden. 

Bisher wurden derartige Leuchtstoffschichten in 15 
Form von parallel angeordneten Kristallnadeln, zum 
Beispiel aus natriumdotiertem Casiumiodid Csl : Na 
hergestellt, wobei eine Lange der Kristallnadeln etwa 
gleich der Schichtdicke angestrebt wird. Eine gute Orts- 
aufldsung wird erhalten, wenn die Nadeln einen hinrei- 20 
chend kleinen Durchmesser aufweisen. Diese wirken als 
Lichtleiter, wobei das Lumineszenzlicht uberwiegend 
innerhalb der einzelnen Kristalle den unter der Leucht- 
stoffschicht angeordneten Detektoren zugeleitet wird, 
ohne daB es sich in eine andere Richtung parallel zur 25 
Schicht und senkrecht zur Nadelorientierung ausbreiten 
kann. Derartige aus parallelen Kristallnadeln aufgebau- 
te Leuchtstoffschichten werden durch Aufdampfen her- 
gestellt Obwohl diese Technologie sehr weit fortge- 
schritten ist kann die Struktur der Leuchtstoffschicht 30 
nur indirekt durch Beeinflussung der Diffusion einge- 
stellt werden. Dadurch kommt es immer wieder vor, daB 
Nadeln zusammenwachsen, wobei sich der Querschnitt 
des Lichtleiters vergroBert oder ein I *Obersprechen" 
von Licht quer zu den gewachsenen Nadeln erfolgt In 35 
jedem Fall fuhrt dies zu einer Verschlechterung der 
Aufl6sung des Rdntgenbildes. 

Aus der EP 0 185 534 A2 ist ein Verfahren zur Her- 
stellung einer Alkalikalogenidleuchtstoffschicht auf ei- 
nem Substrat bekannt Beim Aufdampfen von Leucht- 40 
stoff auf die mit Vertiefungen versehene Oberflache des 
Substrats werden in der Leuchtstoffschicht Kristallver- 
setzungen erhalten, die die Leuchtstoffschicht struktu- 
rieren. 

Aus der gattungsgemaBen US 4 947 046 ist ein Ver- 45 
fahren zur Herstellung einer strukturierten Leuchtstoff- 
schicht durch Schragaufdampfen von Alkalihalogenid 
auf ein Substrat bekannt Auch hier weist das Substrat 
ein Muster von flachen Vertiefungen auf. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein ver- 50 
bessertes Verfahren zur Herstellung einer Alkalihalo- 
genidschicht anzugeben, welches in einfacher und re- 
prod uzierbarer Weise zu einer Leuchtstoffschicht mit 
hoher Ortsaufldsung fuhrt 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch 55 
ein Verfahren nach Anspruch 1. Weitere Ausgestaltun- 
gen der Erfindung sowie eine derart hergestellte 
Leuchtstoffschicht sind den Unteranspriichen zu ent- 
nehmen. 

Der Erfindung Iiegt die Idee zugrunde, eine Alkaliha- go 
logenidschicht zu strukturieren, urn diese in vollstandig 
voneinander getrennte Bereiche aufzutrennen, zwi- 
schen denen ein Obersprechen von Licht nicht mehr 
moglich ist. Bei ausreichend kleinem Abmesser der so 
geschaffenen Bereiche wird eine hohe Ortsaufldsung 65 
bei der Detektion von Rontgenlicht erzielt Mit dem 
erfindungsgemaBen Verfahren wird eine strukturierte 
Alkalihalogenidschicht direkt und allein durch Auf- 
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dampfen erhalten, ohne daB danach irgendwelche Atz-v 
verfahren oder sonstige Materialabtragungsprozesse 
erforderlich sind. Trotzdem werden bei einer der Dicke 
der Alkalihalogenidschicht angemessenen Breite der 
Vertiefungen in der Substratoberfiache durchgehende 
Graben bzw. vollstandig voneinander getrennte 
Schichtbereiche erhalten. Beim Aufwachsen der Schicht 
iibertragt sich das Muster der Vertiefungen im Substrat 
durch einen Abschattungseffekt auf die Leuchtstoff- 
schicht, da in den abgeschatteten Vertiefungen ein Kri- 
stallwachstum nicht stattfindet Voraussetzung fur den 
Abschattungseffekt ist ein gerichtetes Aufdampfen un- 
ter spitzem Winkel, so daB die Kanten der Substrat- 
oberflache an den Vertiefungen als schattenbildendes 
Element wirken konnen. 

Dazu ist das grabenformige Muster von Vertiefungen 
so ausgestaltet, daB die Grabenbreite gegenuber der 
Grabentiefe gering ist 

Eine vollstandige Abschattung wird erzielt, wenn die 
ublicherweise grabenformigen Vertiefungen zumindest 
eine Flanke mit einem Boschungswinkel groBer als der 
Aufdampfwinkel aufweisen. Ein optimaler Aufdampf- 
winkel betragt zum Beispiel 45° gegen die Oberflache 
des Substrats, wobei der B6schungswinkel der Vertie- 
fung dann steiler bzw. groBer als 45° sein sollte. 

Da ein statisches Schrag-Aufdampf en zu einem schra- 
gen Aufwachsen der Alkalihalogenidkristallnadeln fuh- 
ren wurde und da ein Abschattungseffekt nur bei Ver- 
tiefungen auftritt die quer zur Auf dampf richtung bzw. 
quer zur Projektion der Aufdampfrichtung auf die Sub- 
stratoberflache verlaufen, wird das Substrat in einer 
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wahrend des 
Aufdampfens gedreht Die Drehachse steht dabei senk- 
recht zur Substratoberflache. Dadurch wird bewirkt, 
daB die Kristallnadeln senkrecht zum Substrat wachsen 
und daB sich in der Alkalihalogenidschicht ein Graben- 
muster mit ann&hernd senkrechten Wanden ausbildet 

Da sich mit erhdhterTemperatur auch die Diffusions- 
geschwindigkeit der Alkalihalogenide erhoht, wird beim 
erfindungsgemafien Verfahren insbesondere bei hohe- 
ren Substrattemperaturen mit zunehmender Schichtdik- 
ke der Alkalihalogenidschicht ein Zuwachsen bzw. eine 
Verengung der Graben bedbachtet Bei groBeren 
Schichtdicken muB dem durch eine erhohte Breite der 
grabenformigen Vertiefungen im Substrat Rechnung 
getragen werden. Aus dem gleichen Grand wird mit 
steigender Temperatur auch die Hefe der Vertiefungen 
fur die spatere Grabenbreite entscheidend. So bilden 
sich zum Beispiel bei Substrattemperaturen oberhalb 
200° C nur noch an zum Beispiel mehr als 5 jxm tief en 
Vertiefungen durchgehende Griben in der Alkalihalo- 
genidschicht, w^hrend bei Substrattemperaturen unter 
100°C Vertiefungen ab 1 \xm Tiefe bereits zu Graben in 
der Schicht fuhren. Da ausschlieBlich die effektive Ab- 
schattung beim Aufdampfen fur die Grabenbreite maB- 
geblich ist, wird klar, daB eine optimale Abschattung 
erst ab einem bestimmten Aspektverhaltnis der Vertie- 
fungen erhalten wird. Das heiBt, daB erst bei ausreichen- 
der Tiefe die Breite der Vertiefung auch fur die Breite 
des Grabens in der Alkalihalogenidschicht maBgeblich 
ist, wahrend eine nicht ausreichende Tiefe bzw. ein zu 
geringes Aspektverhaltnis bei gleicher Breite zu einer 
geringeren Abschattung fuhrt Im Extremfall konnen 
sich bei zu flachen bzw. zu breiten Vertiefungen an bei- 
den Substratkanten der Vertiefung getrennte Schatten- 
zonen bilden, die pro Vertiefung zu zwei Graben in der 
Alkalihalogenidschicht fuhren. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die 
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Substratoberfiache im Bereich der aufwachsenden in- 
selfdrmigen Schichtbereiche mit einer Zwischenschicht 
beschichtet die das Kristallwachstum der Halogenid- 
schicht gegenflber dem reinen Substratmaterial begun- 
stigt Besteht das Substrat beispielsweise aus Alumini- 
um, bzw. weist es eine Oberflache aus Aluminium auf f so 
kann eine das Kristallwachstum von Alkalihalogeniden 
begiinstigende Zwischenschicht aus Aluminiumoxid be- 
stehen. Weitere geeignete Zwischenschichten bestehen 
aus Siliziumdioxid Si02 oder aus organischen Lacken, 
die das Kristallwachstum von Alkalihalogeniden eben- 
falis begtlnstigen. 

Die erfindungsgemaB hergestellte Alkalihalogenid- 
schicht, insbesondere eine mit Natrium oder Thallium 
dotierte Casiumiodidschicht (Csl : Na, Csl : Tl) sind zur 
Herstellung von Leuchtstoffschichten fur die Radiogra- 
phic geeignet Wird eine solche Leuchtstoffschicht mit 
einem Photodetektorarray oder einer CCD-Kamera 
verbunden, I&Bt sich ein digitales Bild der einfallenden 
kurzwelligen Strahlung erhalten. In diesem Fall wird das 
Grabenmuster so gewahlt, daB die voneinander ge- 
trennten Schichtbereiche oder Inseln jeweils der GroBe 
zum Beispiel eines CCD-Pixels entsprechen und genau 
Qber einem solchen aufgebracht bzw. erzeugt werden. 
Da ein CCD-Pbcel ilblicherweise einen Durchmesser 
von 50 bis 500 urn aufweist, entspricht dies auch dem 
geeigneten Durchmesser fur die Inseln. Diese k6nnen in 
einer beiiebig w£hlbaren Form erzeugt werden, zum 
Beispiel quadratisch, rautenfdrraig oder in der Form von 
Bienenwaben. Die sechseckige Form garantiert dabei 
die dichteste Packung, mit der sich bei gegebenem Pi- 
xeldurchmesser die htfchste Ortsaufldsung erzielen &Bt 
Eine Leuchtstoffschicht aus Alkaiihalogenid garan- 
tiert bereits bei einer Schichtdicke von 400 bis 500 \im 
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kel dargestellten Vertiefungen in -das Substrat einge- 
bracht werden kdnnen. Je nach Substratart eignen sich 
dazu verschiedene Techniken, zum Beispiel Ritzen mit 
einem harten Werkzeug, Sagen, photolithographisch 
5 unterstQtztes Atzen oder Einpragen unter Druck. Filr. 
das ausgewahlte Aluminiumblech als Substrat hat sich 
das Einpragen mit einer Klinge als beste Verfahrensva- 
riante ergeben. Im Querschnitt weisen so erzeugte Ver- 
tiefungen steile Boschungswinkel BW von uber 60° ge- 
io gen die Horizontal auf, sind bis zu 70 pun tief und ca. 20 
bis 30 nm breit Moglich ist es auch, mit einer Photolack- 
technik eine als Atzmaske dienende Photolackstruktur 
zu erzeugen und danach das Substrat mit Phosphorsau- 
re/SaJpetersSure (H3PO4/HNO3) zu behandeln, wobei 
bis zu 20 \im tiefe und 30 \im breite Vertiefungen er- 
zeugt werden kdnnen. Je nach Art der Herstellung kann 
der Querschnitt so erzeugter Vertiefungen variieren, 
was aber fur den Erfolg des Verfahrens bei Einhaltung 
eines Mindestboschungswinkels BW und eines Minde- 
staspektverhaltnisses t/b ohne Belang ist 

Fig. 2 zeigt eine Anordnung zur Durchfuhrung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens. Das Aluminiumsub- 
strat AS wird derart auf einem Substrattrager ST aufge- 
bracht, daB das Muster der Vertiefungen nach unten 
weist Der Substrattrager ST selbst ist an einer Dreh- 
achse DA befestigt, die uber einen Antriebsmotor AM 
mit einstellbarer Drehgeschwindigkeit angetrieben 
werden kann. Als Alkalihalogenidschicht soil eine natri- 
umdotierte Casiumiodidschicht aufgebracht werden. 
Das Halogenid wird dazu in einem beheizbaren Ver- 
dampferschiffchen VS vorgelegt Dieses Schiffchen 
weist an seiner oberen Offnung zumindest zwei Leitble- 
che LB auf, die das Austreten des Casiumiodiddampfes 
nur in einer bevorzugten Richtung zulassen, die zu ei- 
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eine hinreichende Lichtausbeute bei der Umwandlung 35 nem gewunschten Aufdampfwinkel AW auf dem Sub- 
der Rontgenstrahlung. Fur das Grabenmuster sind Gra- strat AS fuhrt Vervollstandigt wird die Anordnung 
benbreiten von 2 bis lOjim ausreichend, um ein Ober- durch eine Substratheizung, hier eine Heizlampe HL, 
sprechen des Lumineszenzlichtes von einer Insel zur und ein Thermoelement, das beispielsweise auf der 
nSchsten auszuschlieBen. Innerhalb einer Insel, die ja Oberseite des Substrattragers ST aufgebracht sein kann 
einem einzigen Pixel entspricht, ist eine gute Lichtquer- 40 und uber einen Schleifring-Kontakt an der Drehachse 
Ieitung auch Qber mehrere Kristallnadeln nicht mehr abgegriffen werden kann (in der Figur nicht dargestellt). 
stdrend. Ein Zusammenwachsen der Alkalihalogenidna- Ober die Temperatur im Verdampfungsschiffchen VS 
deln ist sogar erwiinscht, so daB bisher erforderliche wird eine Bedampfungsrate von weniger als 5 \im pro 
Vorkehrungen, die dies unterdriicken sollten, nun weg- Minute eingestellt Die Drehgeschwindigkeit des Sub- 
fallen konnen. 45 strattrSgers ST wird auf 3 bis 1 2 pro Minute festgelegt 

Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 



Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels und der dazugehdrigen vier Figuren 
nSher erlautert 

Fig. 1 zeigt drei Beispiele fur ein Muster, nach dem 
das Substrat strukturiert werden kann, 

Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig. 3 verdeutlicht das Prinzip der Erfindung anhand 
eines schematischen Querschnitts durch eine Vertiefung 
im Substrat wahrend des Aufdampfens, w&hrend 

Fig. 4 einen schematischen Schnitt durch die struktu- 
rierte Leuchtstoffschicht zeigt die hier uber einer CCD- 
Kamera aufgebracht ist 

Ausfiihrungsbeispiel 

Als Substrat fur eine strukturierte Leuchtstoffschicht 
kann Halbleitermaterial dienen, zum Beispiel amorphes 
Silizium. Auch Glasplatten, Aluminiumblech, Glas oder 



das Substrat AS und eine darin befindliche Vertiefung 
SV. Die steilen Winde der trapezformigen Vertiefung 
SV besitzen einen Boschungswinkel BW von mehr als 
50 60° . Mit dem Pfeil DR ist die Aufdampfrichtung des 
Casiumiodiddampfes symbolisiert Genaugenommen 
stellt DR eine aus alien Geschwindigkeitsvektoren von 
Casiumiodidmolekulen gemittelte mittlere Richtung 
dar. Durch Anordnung des Verdampferschiffchens VS 
55 und der Leitbleche LB wird DR so eingestellt daB sich 
. ein Aufdampfwinkel AW von ca. 45° zur Oberflache des 
Substrats AS ergibt Mit DR' ist die Situation nach einer 
Drehung des Substrats um 180° dargestellt Eine opti- 
male Abschattung wird wie im vorliegenden Fall er- 
60 reicht wenn die beiden die Substratkanten SK beruh- 
renden Geraden DR und DR' ihren Schnittpunkt inner- 
halb der Vertiefung SV und nicht im Substrat AS selbst 
besitzen. 

. . . Die auf die Oberflache des Aluminiumsubstrats AS 

Aluminiumoxid sind geeignet. Fur das Ausfiihrungsbei- 6 5 auftreffenden Casiumiodidmolekiile erzeugen dort eine 
spiel soli ein Substrat aus Aluminiumblech verwendet Keimschicht KS, wahrend die Entstehung einer solchen 
werden innerhalb der Vertiefung SV aufgrund der Abschattung 

Fig. I zeigt verschiedene Muster, nach denen die dun- unterbleibt Mit zunehmendem Kristallwachstum senk- 
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recht zur Substratoberflache wird die Keimschicht zu 
einer dicken Casiumiodidschicht, in der oberhalb der 
Vertiefung SV eine grabenfdrmige Lucke verbleibt 
Wahrend des weiteren Aufwachsens wird so die Sub- 
stratkante SK durch die Oberkante der aufwachsenden 5 
Schicht KS und ersetzt und fuhrt in gleicher Weise zu 
einer Abschattung, die die Ausbildung eines durchge- 
henden Grabens in der Kxistallschicht ermoglicht 

Fig. 4 zeigt die entstandene Schicht im schematischen 
Querschnitt nach einer Aufdampfzeit von ca. 100 Minu- 10 
ten, in der eine Schichtdicke von ca. 400 bis 500 urn 
erreicht ist Gut zu erkennen ist, daB die einzelnen Inseln 
In in der fertigen Kristallschicht vollstandig durch Gra- 
ben Gr voneinander getrennt sind. Nach oben verengen 
sich die Gr&ben Gr f da die Grenze der Abschattung 15 
aufgrund von thennischer Diffusion oder durch in einer 
von DR abweichenden Richtung auftreffenden Dampf- 
molekulen nicht scharf ausgepragt ist, was bei nicht ge- 
eignet gewahltem Grabenquerschnitt im Extremfall 
zum Zusammenwachsen der Inseln In fuhren konnte. 20 

In Fig. 4 ist weiterhin dargestellt, wie ein Rontgende- 
tektor fiir die digitale Radiographic unter Verwendung 
einer erfindungsgemaBen Alkalihalogenidschicht weiter 
aufgebaut ist Hierbei ist das Substrat AS der Rontgen- 
quelle zugewandt, die durch Graben Gr getrennten In- 25 
seln In der Leuchtstoffschicht beflnden sich genau ge- 
genilber von CCD-Einzelelektroden ED, welche wie die 
Leuchtstoffinseln In als 2-dimensionaIe Matrix angeord- 
net sind. 

30 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Erzeugen einer Alkalihalogenid- 
schicht auf einem Substrat (AS), die durch ein Mu- 
ster von Graben (Gr) in unterschiedliche Schicht- 35 
bereiche (In) getrennt ist, bei dem ein Substrat (AS) 
mit einem den gewQnschten Graben (Gr) entspre- 
chenden Muster von Vertiefungen (SV) verwendet 
wird, und bei dem die Schicht durch Schragbe- 
dampfen des Substrats (AS) mit Alkalihalogenid 40 
unter einem spitzen Aufdampfwinkel (AW) erzeugt 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB die grabenfor- 
migen Vertiefungen (SV) an zumindest einer Flan- 
ke einen Bdschungswinkel (BW) grdBer als (AW) 
aufweisen, und die Grabenbreite (b) gegenflber der 45 
Grabentiefe (t) klein genug ist, so daB wahrend des 
Aufdampfens ein gegenuber dem Alkalihalogenid- 
dampf abgeschatteter Bereich entsteht 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Substrat 
(AS) wahrend des Aufdampfens urn eine senkrecht 50 
zu seiner Oberflache stehende Achse (DA) gedreht 
wird 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 2, bei 
dem in den Vertiefungen (SV) ein Bdschungswinkel 
(BW) grdBer oder gleich 45° eingestellt wird. 55 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
dem ein Substrat mit Vertiefungen einer Breite (b) 
von 5 bis 50 urn, vorzugsweise 20 bis 30 \im ver- 
wendet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei 60 
dem das Substrat wahrend des Aufdampfens bei 
einer Temperatur von 50 bis 250° C gehalten wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche I bis 5, bei 
dem ein Substrat verwendet wird, das auf den von 
den Vertiefungen umgrenzten Bereichen der Ober- 65 
flache eine Beschichtung aufweist die das Kristall- 
wachstum begunstigt. 

7. Leuchtstoffschicht mit hoher Ortsaufldsung fur 
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auftreffende Strahlung, gemaB.dem Verfahren nach 
einem der Patentanspriiche 1 bis 6, die 

— durch ein Grabenmuster vollstandig von- 
einander getrennte inselformige Schichtberei- 
che aufweist, 

— auf einem Substrat mit dem Grabenmuster 
entsprechenden Vertiefungen aufgebracht ist, 

wobei die Inseln einen maximalen Durchmesser 
von 50 bis 500 nm aufweisen und di Vertiefungen 
im Substrat 5 bis 50 urn breit sind. 

8. Leuchtstoffschicht nach Anspruch 7, die dotiertes 
Casiumiodid Csl als Leuchtstoff umfaflt 

9. Leuchtstoffschicht nach Anspruch 7 oder 8, die 
uber einem photovoltaisch aktiven Halbleiterkor- 
per angeordnet ist 

10. Leuchtstoffschicht nach einem der Anspruche 7 
bis 9, die uber einer CCD-Kamera angeordnet ist 

1 1. Leuchtstoffschicht nach einem der Anspriiche 7 
bis 10, die uber einer lichtleitenden Faserplatte auf- 
gebracht ist 

12. Leuchtstoffschicht nach einem der Anspriiche 7 
bis 1 1, die eine Dicke von 400 bis 500 u.m aufweist 

13. Leuchtstoffschicht nach einem der Anspruche 7 
bis 12, bei der zwischen den Bereichen der Sub- 
stratoberflache unter den Inseln und der Leucht- 
stoffschicht eine Zwischenschicht aufgebracht ist, 
die das Wachstum der die Leuchtstoffschicht bil- 
denden Kristalle begunstigt 

14. Verwendung der Leuchtstoffschicht nach min- 
destens einem der Anspriiche 7 bis 13 in einem 
Leuchtschirm fiir die digitale Radiographic 
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In prodn. of an alkali metal halide layer on a substrate (AS) which 
is sepd. into different layer regions (IN) by a pattern of pits (Gr) , 
halide is vapour deposted at an acute deposition angle onto a substrate 
(AS) contg. a pattern of recesses corresp. to the desired pits (Gr) . 

Phosphor layer, with high position resolution for incident 
radiation, has layer regions (islands) of 50-500 microns max. dia. 
completely sepd. from one another by a pit pattern and is applied on a 
substrate with recesses of 5-50 microns width corresp. to the pit 
pattern. 

Phosphor layer is pref. a 400-500 microns thick doped Csl layer 
arranged above a photovoltaically active semiconductor body a CCD 
camera, or a light guiding fibre plate. Substrate recesses have sloping 
flanks with an inclination angle greater than the deposition angle so 
that shadow regions are created. Recesses have an inclination angle of 
at least 45 deg. and a width of 5-50 (pref. 20-30) microns. During 
deposition, the substrate (AS) is rotated and held at 50-250 deg. C. 

USE/ADVANTAGE - Phosphor layer is used in a phosphor screen for 
digital radiography. High position resolution layer is obtd. simply and 
reproducibly . 
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